
伝導性相酸化ガリウム薄膜の作製 

Growth of conductive -Ga2O3 films 
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【背景】次世代ワイドギャップ半導体として酸化ガリウム（Ga2O3）が注目されている．Ga2O3 に

は，, , , , の結晶多形が存在し，最安定の-Ga2O3 とその他の準安定相に分類できる．しかし

ながら，半導体としての研究が行われているのは，単結晶薄膜が作製でき n 型伝導性制御に成功

している, -Ga2O3 だけであり[1,2]，他の準安定相は単結晶作製が困難であるためほぼ未開拓であ

った．それらのうち-Ga2O3 に対して，我々は MgAl2O4基板上へのエピタキシャル安定化により単

結晶薄膜が作製できることを見いだし，バンドギャップ等の基礎物性を明らかにした[3]．ただし

それらの薄膜は未ドープのため絶縁体であった．そこで本研究では，不純物 Si ドープにより電気

伝導性の獲得を試みた． 

【実験】MgAl2O4 (001)基板上にパルスレーザ堆積法を用いて，Ga2O3:Si 薄膜を 300 nm 成長した．

ターゲットには Ga2O3:Si（Si: 0.1 wt%）焼結体を用い，成長時の酸素分圧，基板温度はそれぞれ 1 

mTorr，600C に設定した．作製した薄膜に対して，X 線回折（XRD）により結晶構造を解析し，

van der Pauw 法を用いて電気特性を評価した． 

【結果・考察】薄膜の XRD 対称面パターンからは相(00h)反射のみが検出され[Fig. 1(a)]，非対称

面スキャンからは基板反射と同角度に薄膜反射が観察された[Fig. 1(b)]．これらの結果から，薄膜

は基板と同配向の-Ga2O3:Si 単結晶であることが分かった．この-Ga2O3:Si 薄膜は良好な電気伝導

性を示し，300 K におけるキャリア濃度，移

動度，抵抗率はそれぞれ 1.81019 cm-3，1.6 

cm2V-1s-1，0.21 cm であった．, -Ga2O3

で報告されているキャリア濃度の上限値が

1019 cm-3 台[1,2]であることを考慮すれば，そ

れらと同等レベルの高濃度 n 型ドーピング

に成功したと考えられる． 
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Fig. 1.  XRD (a) -2 and (b)  scans for a Ga2O3:Si 

film on MgAl2O4 (001) substrate. 
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